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© Circuit de lecture pour memolre. 

^) La presente invention concerne un circuit de lecture pour 
circuit Integra du type circuit togique comportant una memoire 
constftuee par una matrfce de cellules-memoire dont la lecture 
est realisee par detection d'une variation de courant ou de 
tension, les ceiiules-memoire etant adressabies chacune par 
des lignes et des coionnes selectlonees par des decodeurs de 
Hgne et de colonne, le circuit de lecture (11) etant relle aux 
ceIlules-m6molre par una ligne appelee Hgne de bit (7) et 
comprenant un circuit de precharge (12) de la Hgne de bit et un 
circuit de detection (21) detectant la conduction ou la 
non-conduction de la cellule-memoire adressee. 

II comporte en parallele un deuxieme circuit de detection 
identique (2V), les deux circuits de detection etant connectes 
A un noeud commun (N) de la Hgne de bit par des moyens (20 
16, 16', 40, 40') permettant de reailser simuttanement a cheque 
lecture la detection d'un "1 ■ ou d'un "0" quel que soit I'etat de ia 
celiule-memoire adressee et d'obtenir en sortie d'au molns un 
circuit de detection la donnee lue. 

L'invention s'applique notamment aux EPROM. 
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Description 



CIRCUIT DE LECTURE POUR MEMOIRE 



La presente invention concerne un circuit de 
lecture pour une memoire telle qu'une memoire non 
volatile, programmable electriquement, de type 
EPROM ou EEPROM, ou toute autre memoire 
comportant des celiules-memoire dont la lecture est 
realisee par detection d'une variation de courant ou 
de tension sur la ligne de bit. 

Dans le cas, par exemple, des memoires de type 
EPROM ou EEPROM, chaque element de stockage 
d'informations ou celiules-memoire est constitu6 
par un transistor MOS a grille flottante qui peut etre 
principalement de type FAMOS (pour floating gate 
avalanche injection MOS) ou de type SAMOS (pour 
stacked gate avalanche injection MOS). Ce type de 
transistor peut avoir deux ©tats. Ainsi, dans ie cas 
d'un transistor MOS a canal n, dans un premier etat 
aucune charge ou une charge positive est piegee 
sur la grille flottante. Un canal de conduction peut 
exister entre source et drain. Le transistor conduit 
alors et se comporte comme un interrupteur ferm6. 
Dans un deuxieme etat, des electrons sont pi£ges 
sur la grille flottante. lis smpSchent done la creation 
d'un canal de conduction dans le substrat entre 
source et drain. Dans ce cas, le transistor est 
bloque et se comporte comme un interrupteur 
ouvert. 

Pour programmer un transistor MOS a grille 
flottante, des tensions plus elevees que la tension 
de fonctionnement normale doivent etre convena- 
blement appliquees sur la grille de commande et 
Tune des Electrodes de sorte que la grille flottante 
puisse absorber et garder une charge d'electrons. 
Cette charge d'electrons sur fa grille flottante 
augmente le seuil de conduction sur la grille de 
commande du transistor. D'autre part, pour lire une 
memoire ainsi programmee, une tension inferieure 
k la tension de seuil des transistors MOS & grille 
flottante programmes mais superieure & fa tension 
minimale des transistors non programmes, doit etre 
appiiquee sur la grille de commande. Cette tension 
de lecture permet de d6tecter Petat passant ou 
bloque du transistor. En general, le transistor MOS 
4 grille flottante est relie par une de ses electrodes a 
une ligne de bit polarisee en tension par un 
g§n6rateur. Son autre electrode est reiiee a la masse 
ou a une tension basse. La ligne de bit est egalement 
connectee a un senseur de courant ou de tension. 
Ce senseur mesure le courant d6bite dans la ligne 
par le generateur. Ainsi, si la cellule m6moire n'a pas 
ete programmee, le transistor MOS a grille flottante 
est passant et lors de ^application d'une tension de 
lecture qui est superieure a la tension de seuil des 
transistors non programmes, le transistor est mis en 
conduction. On detecte alors sur le senseur une 
variation du courant ou une chute de la tension. 
Dans le deuxieme cas, lorsque la cellule-memoire a 
ete programmee, des charges sont piegees sur la 
grille flottante du transistor. La tension de lecture 
appiiquee sur la grille de commande est, dans ce 
cas, de sens oppose a la barriere de potentiel creee 
dans le canal de conduction par les charges 
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stockees dans la grille flottante. Mais elle est alors 
insuffisante pour modifier la conduction du canal et 
le transistor reste bloque. En consequence, le 
senseur en bout de la ligne de bit ne pergoit pas de 
variation de courant ou de la tension. 

Ainsi, avec une memoire de type EPROM telle que 
decrite ci-dessus, ii est possible de lire le contenu 
d'une cellule-memoire d'apres la consommation du 
circuit, en particuiier lorsque fa m6moire est lue bit 
par bit. 

Ceci ist particulterement genant dans le cas des 
memoires utilisees pour recevoir des informations 
confidentielles, car il est alors facile de d6tecter lors 
de la lecture la teneur de ces informations. 

La presente invention a pour but de remedier a cet 
inconvenient en proposant un circuit de lecture qui 
presente toujours une consommation de courant 
quel que soit T6tat programme ou non programme 
de la cellule-memoire lue. 

La pr6sente invention a en consequence pour 
objet un circuit de lecture pour circuit Int6gr6 du 
type circuit logique comportant une memoire consti- 
tu6e par une matrice de cellules-m6moire dont la 
lecture est realis6e par detection d'une variation de 
courant ou de tension, les celiules-memoire etant 
adressabfes chacune par des lignes et des colonnes 
seiectionnees par des decodeurs de ligne et de 
colonne, le circuit de lecture etant relie aux 
celiules-memoire par une ligne appeiee ligne de bit 
et comprenant un circuit de precharge de la ligne de 
bit et un circuit de detection detectant la conduction 
ou la non conduction de la cellule-memoire adres- 
see, caracterise en ce qu'il comporte en paraliele un 
deuxieme circuit de detection identique, les deux 
circuits de detection etant connectes a un noeud 
commun de la ligne de bit par des moyens 
permettant de realiser simultanement k chaque 
lecture la detection d'un "1 " et d'un "0" quel que soit 
i'etat de la cellule-memoire adressee et d'obtenir en 
sortie d'au moins un circuit de detection la donn6e 
lue. 

Differents modes de realisation peuvent etre 
utilises pour ce circuit de lecture. 

Selon un premier mode de realisation, le circuit de 
lecture comporte un premier circuit de precharge de 
la ligne de bit, un premier moyen formant interrup- 
teur connecte entre le premier circuit de precharge 
et le premier circuit de detection, un deuxieme 
moyen formant interrupteur connecte par Pinterm6- 
diaire d'un Inverseur entre le premier circuit de 
precharge et le deuxieme circuit de detection, les 
moyens formant interrupteur etant command6s par 
un signal de validation de lecture et des deuxieme et 
troisieme circuits de pr6charge realisant une pre- 
charge de m§me niveau logique que le premier 
circuit de precharge 6tant connectes respective- 
ment entre chaque moyen formant interrupteur et le 
circuit de detection correspondant. 

Selon un autre mode de realisation, le circuit de 
lecture comporte un premier circuit de precharge de 
la ligne de bit, un premier moyen formant interrup- 
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teur connecte entre le premier circurt de precharge 
et le premier circuit de detection, un deuxieme 
moyen formant interrupteur connecte entre le 
premier circuit de precharge et le deuxieme circuit 
de detection, les moyens formant interrupteur etant 
commandos respectivement par un signal de valida- 
tion de lecture et par ce signal inverse, un deuxieme 
circuit de precharge r6alisant une precharge au 
meme niveau logique que le premier circuit de 
precharge 6tant connecte entre le premier moyen 
formant interrupteur et le premier circuit de detec- 
tion et un troisieme circuit de precharge realisant 
une precharge au niveau logique inverse etant 
connecte entre ie deuxieme moyen formant inter- 
rupteur et le deuxieme circuit de detection. 

D'autres caracteristlques et avantages de fa 
presente invention apparaJtront k la lecture de la 
description de divers modes de r6aiisation faite 
ci-apres avec reference aux dessins ci-annexes 
dans lesquels : 

- la figure 1 represente sch6matiquement une 
m§moire EPROM comportant un circuit de 
lecture, 

- les figures 2A et 2B represented schemati- 
quement un premier mode de realisation d'un 
circuit de lecture conforme k la presente 
invention, ainsi qu'un diagramme des temps 
des princlpaux signaux de commande de ce 
circuit, 

- les figures 3A et 3B repr6sentent schemati- 
quement un autre mode de realisation d'un 
circuit de lecture conforme k la presente 
invention, ainsi qu'un diagramme des temps 
des principaux signaux de commande de ce 
circurt, et 

- les figures 4A et 4B represented respecti- 
vement un mode de realisation des circuits de 
detection et la courbe tension-courant de ce 
circuit. 

Pour simplifier la description, dans les dessins les 
m§mes etements portent les m§mes references. 
D'autre part, la description a 6t6 faite en se ref6rant 
k des circuits MOS realises en technologie CMOS, il 
est evident pour I'homme de Tart que la presente 
invention peut s'adapter k d'autres technologies, 
notamment k ia technologie N MOS. 

Sur la figure 1, on a represente une memoire 1 non 
volatile programmable electriquement de type 
EPROM. Cette memoire est du type k cellule 
memoire constitute d'un transistor MOS 2 k grille 
flottante 5. De maniere plus specifique, le transis- 
tor 2 comporte deux electrodes principales respecti- 
vement 3 et 4, une grille flottante 5 et une grille de 
commande 6. Une premiere electrode principale, k 
savoir la source dans le mode de realisation 
represente, est reliee k la masse tandis que I'autre 
electrode 4, k savoir le drain, est re [ tee k une llgne 7 
appelee ligne de bit. La grille de commande 6 est 
reliee k une autre connection 8 appelee ligne de mot. 
Les lignes de bit et lignes de mot sont disposees en 
lignes et en colonnes pour determiner une matrice 
incluant les cellules-memoire comme represente sur 
la figure 1. Cette memoire comporte des moyens 
constitues essentiellement par un decodeur de 
llgne 9 et un decodeur de colonne 10, pour appliquer 



sur les lignes et les colonnes des potentiels 
representatffs d' informations k enregistrer dans les 
cellules-memoire ou representatffs de commande 
de lecture des informations enregistrees dans les 
5 cellules-memoire. Ainsi, pour la lecture d'une cel- 
lule-memoire, on fait monter la ligne de mot 
correspondante 8 k une tension produite par une 
sortie du decodeur de ligne 9. Au moyen du 
decodeur de cofonne 10, on envoie sur la ligne de 
10 bit 7 correspondante une impulsion de commande. 
Le transistor MOS 2 devient passant ou reste 
bloque selon que les charges n'ont pas ou ont 6te au 
prealabie piegee sur sa grille flottante 5. Un circuit 
de lecture 1 1 connecte par ailieurs k une extremtte 
15 de la ligne de bit 7 par I'Intermediaire du decodeur de 
colonne 10 formant multiplexer, d6tecte la variation 
ou I'absence de variation de courant. II en dedurt que 
la cellule-memoire est programmee k "1" ou k "0* 
respectivement. 

20 On decrira maintenant, avec reference a la figure 
2A, un premier mode de realisation d'un circurt de 
lecture conforme k la presente Invention. Ce circuit 
de lecture 11 comporte tout d'abord un circuit de 
precharge de la llgne de bit 7. Ce circuit de 

25 precharge est constitue par un transistor MOS 12 de 
type N dans le mode de realisation represente, dont 
une des electrodes 13 est reliee k la tension 
d'aiimentation Vcc et dont I'autre electrode princi- 
pale 14 est connectee k un noeud N sur la llgne de 

30 bit 7. D'autre part, la grille 15 du transistor MOS 12 
est reliee k I'horloge CLK de la memoire EPROM. De 
plus, le circuit de lecture conforme k la presente 
invention est constltue de deux branches paraileles. 
La premiere branche comporte un premier moyen 

35 formant interrupteur constltue par un transistor 
MOS 16 de type N dont une des electrodes 
principales 17 est connectee au noeud N de la llgne 
de bit 7 et dont I'autre electrode principale 18 est 
reliee k Pentree d'un premier circuit de d6tectlon 21 

40 dont la sortie donne ia donnee lue. La grille 19 du 
transistor MOS 16 est connectee k un signal de 
validation de lecture L qui peut §tre par example le 
signal de commande de lecture WL applique sur la 
grille de la cellule-memoire retarde. 

45 D'autre part, ia deuxieme branche du circuit de 
lecture est constitute essentiellement d'un deu- 
xieme moyen formant interrupteur constitue par un 
transistor MOS 16' identlque au transistor MOS 16 
dont une des electrodes principales 17' est connec- 
te? tee par rintermedleire d'un inverseur 20 au noeud N 
de la ligne de bit 7 et dont I'autre electrode 18' est 
reliee en entree d'un deuxieme circuit de d6tectlon 
21 ' identique au circuit 21. Les circuits de detection 
21 et 21' peuvent §tre constitues par deux Inver- 

55 . seurs en serie. La grille 19' du transistor MOS 16' est 
connectee au signal de validation de lecture L Cette 
seconde branche simule une d6tection Inverse de la 
detection obtenue sur la premiere branche de 
maniere k obtenir slmultanement k chaque lecture la 

60 detection d'un "1" et d'un *0" quel que soit I'etat de 
la ceilule-memoire adressee, comme cela sera 
expllque de manidre plus d6tailtee ci-apres. D'autre 
part, au noeud A entre le transistor MOS 16 et le 
circuit de detection 21 est connecte un deuxieme 

65 circuit de pr6charge constitue d'un transistor MOS 
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40 de type N dont une des electrodes est reliee au 
noeud A, Pautre electrode a la tension V cc et la grille 
au signal horloge CLK. CE circuit de precharge 
realise une precharge au meme niveau logique que 
le premier circuit de pr6charge constitue par le 
transistor MOS 12. De plus, au noeud B entre le 
transistor MOS 16' et le circuit de detection 21' est 
connecte un troisieme circuit de precharge consti- 
tue d'un transistor MOS 40' de type N dont une des 
electrodes est connectee au noeud A, Pautre 
electrode a la tension V C c et la grille au signal 
horfoge CLK. Selon un autre mode de realisation, les 
circuits de pr6charge 12, 40, 40' peuvent etre 
realises par des transistors MOS de type P, da ns ce 
cas les grilles sont connectees a un signal CLK. 

Selon un mode de realisation specifique a une 
memoire en logique cabl6e, les donnees obtenues 
en sortie des circuits de detection 21 et 21' sont 
envoyees sur des comparateurs constitues par des 
OU exclusif 22, 22' qui resolvent en entrSe une 
donn6e Din a comparer avec la donnee lue, 
notamment dans le cadre de [a comparaison d'un 
code confidentieL Le resultat obtenu en sortie du 
OU exclusif 22 donne le rSsuItat recherche. On peut 
egalement remplacer les portes logiques OU exclu- 
sif par d'autres portes bloquSes par une horloge qui 
sera activee a la fin de la lecture. 

On expliquera maintenant !e fonctionnement du 
circuit decrit ci-dessus a Paide du diagramme des 
temps de la figure 2B. 

Avec le circuit ci-dessus, lorsque le signal CLK est 
au niveau logique "1", c'est-a-dire pendant le 
temps 1 du diagramme, les transistors MOS 12, 40 et 
40' sont conducteurs et Ton realise une precharge 
des noeuds N, A et B & V cc -Vt, c'est-4-dire & un 
niveau logique "1 \ Lorsque le signal CLK repasse au' 
niveau logique "0", on active la grille de commande 6 
du transistor MOS 2 a grille flottante en lui appliquant 
le signal WL et suivant l'6tat de la cellule memoire, on 
decharge ou non la ligne de bit 7 comme represents 
par le signal BL. Ainsi, si la cellule-memoire 
constitute par le transistor MOS 2 a grille flottante 
n'a pas ete programm6e (pas d'electrons sur la grille 
flottante), le transistor est passant et lors de 
Papplication de la tension de lecture Wl correspon- 
dant a la tension d'alimentation, le transistor est mis 
en conduction. Dans ce cas il y a decharge de la 
ligne de bit 7 et Pelectrode 17 se trouve etre a un 
niveau logique °0 a tandis que Pelectrode 17' se 
trouve etre a un niveau logique *1 B du fait de 
Pinverseur 20. Lorsque le signal L passe an niveau 
logique "1" comme represents par 3 sur le dia- 
gramme de la figure 3A, ie noeud A se positionne au 
niveau logique "0" entraTnant le basculement du 
circuit de detection 21 tandis que le noeud B reste 
positionne au niveau "1". Si, par contre le transistor 
a grille flottante a ete programme, il n'y a pas 
d6charge de la ligne de bit 7. Le noeud N reste au 
niveau logique "1" tandis que Pelectrode 17' en 
sortie de Pinverseur 20 se trouve §tre a un niveau 
logique "0". Lorsque le signal L passe a "1 le noeud 
A reste inchange a "1" tandis que le noeud B passe 
a "0". Dans ce cas, seul le circuit de detection 21' 
bascule. Les deux circuits etant identiques, la 
consommation est done identique dans le cas de la 



lecture d'un "0" ou d'un "1". 

On decrira maintenant, avec reference a !n figure 
3A, un autre mode de realisation d'un circuit de 
lecture conforme a la prSsente invention. Ce circuit 
5 de lecture comporte un premier circuit de precharge 
constitue d'un transistor MOS 41 de type P dont une 
electrode 42 est connectee au noeud N' de la ligne 
de bit 7, la deuxieme electrode a la ten sion V cc et la 
grille au signal horloge inverse "CO£ D'autre part, 

10 le circuit de lecture comporte une premiere branche 
avec un premier moyen formant interrupteur consti- 
tue d'un transistor MOS 23 de type N dont une des 
electrodes principles 24 est reliee au niveau du 
noeud N' a la ligne de bit 7, et dont Pautre electrode 
15 principale 25 est connectee a un premier circuit de 
detection 35. La grille 26 du transistor MOS 23 est 
reliee a un signal de validation de lecture L Un circuit 
de pr6charge est connecte au noeud A' en sortie du 
transistor MOS 23. De maniere plus_sp6cifique, ce 

20 circuit de pr6charge est constitue, dans fe mode de 
realisation represents, d'un transistor MOS de type 
P 27 dont une des electrodes principaies 28 est 
reliSe a la tension d'alimentation V cc et dont Pautre 
electrode 29 est connectee au noeud A' entre 

25 Pelectrode 25 du transistor MOS 23 et le circuit 35. 
La grille 30 du tran sistor MOS 27 est reliSe au signal 
horloge inverse "CIX D'autre part, le circuit de 
lecture 1 1 comporte une deuxieme branche avec un 
deuxieme moyen formant interrupteur constitue 

30 d'un transistor MOS 23' de type P dont une des 
electrodes principaies 24' reliee au niveau du noeud 
N' e la ligne de bit 7 et dont Pautre electrode 
principale 25' est connectee a un deuxieme circuit 
de detection 35'. La grille 26' du transistor MOS 23' 

35 est reliee par Pintermediaire d'un inverseur 50 au 
signal de validation de lecture L D'autre part, un 
circuit de pr6charge est connecte au noeud B' entre 
('electrode 25' et le circuit 35'. Ce circuit de 
precharge est constitue d'un transistor MOS 31 de 

40 type N dont une des electrodes principaies 32 est 
connectee a la masse Vss tandis que son autre 
electrode principale 33 est reliee au noeud B'. La 
grille 34 du transistor MOS 31 est connectee au 
signal horloge CLK. 

45 On expliquera ci-aprSs. le fonctionnement de ce 
circuit de lecture en se referent au diagramme des 
temps de la figure 3B. 

Pend ant le temps a, les signaux horloge CLK et 
CLK sont respectivement aux niveaux logiques 

50 "1" et "0 B . De ce fait, les noeuds N' et A' sont 
precharges a la tension d'alimentation V cc tandis que 
le noeud B' est pr6charg6 a la masse V ss . 

Pendant le temps b, Pordre de lecture WL 
applique sur la grille du transistor MOS a grille 

55 flottante constituant la cellule-memoire passe a "1". 
Pendant cette periode on lit le contenu de la 
cellule-memoire. Le noeud N' soit reste a V cc soit se 
decharge a V S s suivant le contenu de la cellule-me- 
moire, comme represents par le signal BL 

60 Pendant, le temps c, le signal de validation de 
lecture L est positionne a B 1 Si le noeud N' n'a pas 
Ste decharge, le noeud A' reste positionne a la 
tension V cc , tandis que le noeud B' bascule k la 
tension V C c. Au contraire, si le noeud N' a 6te 

65 decharge, le noeud A' bascule a la masse V ss , tandis 



7 ' 0 279 712 



que le noeud B' reste postionne a la masse V Q s- - 

Les circuits de dStection 35, 35' sont, dans ce 
mode de realisation, composes d'inverseurs en 
technologie C MOS du type de celui represents sur 
la figure 4 A. 5 

Cet Inverseur est constituS, de maniere connue, 
d'un transistor MOS 51 de type P dont une des 
electrodes est connectSe a Vcc et dont I'autre 
Electrode est connectee a une des electrodes d'un 
transistor MOS 52 de type N dont I'autre electrode 10 
est connectee a la masse V^. Les deux grilles sont 
reiiees ensemble et connectees a la tension d'entrSe 
Vin et la sortie S est obtenue sur le noeud entre les 
deux transistors. 

La courbe de consommation d'un inverseur C 15 
MOS est representee sur la figure 4B. D'apres cette 
courbe on voit que la consommation est la m§me 
iorsque Vrw passe de Vcc a Vss ou lorsque Vin passe 
de Vss a V cc . Cette propriStS est utliisSe dans le 
circuit de la figure 3A pour obtenir le resultat 20 
recherche, c'est-a-dire un consommation de cou- 
rant identique quel que sort I'Stat d'une ceiiule-mS- 
moire. 

Les modes de realisation dScrtts cl-dessus ont 
ete donnes a titre d'exemple. II est evident pour 25 
rhomme de Tart qu'ils peuvent Stre modifies notam- 
ment au niveau du type de transistors MOS utilises 
pour les circuits de prScharge ou les circuits formant 
interrupteur. 

D'autre part, la presente invention a ete dScrite en 30 
se rSfSrant a une mSmoire EPROM, II est Svident 
qu'elie peut s'appliquer a une memoire EEPROM ou 
a toute memoire dont les cellules-memolre sont lues 
en detectant une variation de courant ou de tension 
sur la iigne de bit. 35 



Revendications 

40 

1. Circuit de lecture pour circuit integre du 
type circuit logique component une memoire 
(1) constitu6e par une matrice de cellules-mS- 
moire dont la lecture est realises par dStection 
d'une variation de courant ou de tension, (es 45 
celluies-memoire Stant adressables chacune 
par des llgnes et des coionnes sSIectionnees 
par des decodeurs de Iigne (9) et de coionrre 
(10), le circuit de lecture (11) etant reli6 aux 
cellules-memolre par une Iigne appelee Iigne de so 
bit (7) et comprenant un circuit de precharge 
(12, 41) de la Iigne de bit et un circuit de 
detection (21 , 35) dStectant la conduction ou la 
non-conductjon de la cellule-mSmoire adres- 
sSe, caractSrisS en ce qu'il comporte en 55 
parallele un deuxiSme circuit de detection 
identique (2V, 35'), les deux circuits de detec- 
tion etant connectes a un noeud commun (N, 
N') de la iigne de bit par des moyens (20, 16,16', 
40, 40 / , 23, 23', 27, 31 , 50) permettant de reallser 60 
simultanSment a chaque lecture la detection 
d'un "1" ou d'un "0" quel que soit i'Stat de la 
cellule-memoire adressee et d'obtenir en sortie 
d'au moins un circuit de detection la donnee 



2. Circuit de lecture selon la revendication 1 , 
caracterise en ce qu'il comporte un premier 
circuit de precharge (12) de la Iigne de bit (7), 
un premier moyen formant Interrupteur (16) 
connects entre le premier circuit de precharge 
et le premier circuit de dStection (21), un 
deuxieme moyen formant interrupteur (16'J 
connects par IMntermediaire d'un inverseur (20) 
entre le premier circuit de precharge et le 
deuxieme circuit de dStection (2V), les moyens 
formant interrupteur etant commandSs par un 
signal de validation de lecture (L), des deu- 
xieme et troisieme circuits de precharge (40, 
40') rSalisant une precharge de meme niveau 
logique que le premier circuit de precharge 
etant connectes respectfvement entre chaque 
moyen formant Interrupteur et le circuft de 
detection correspondant. 

3. Circuit de lecture selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'il comporte un premier 
circuit de precharge (41) de la Iigne de bit, un 
premier moyen formant interrupteur (23) 
connects entre le premier circuit de prScharge 
et le premier circuit de dStection (35), un 
deuxiSme moyen formant Interrupteur (23') 
connects entre le premier circuit de prScharge 
et le deuxiSme circuit de dStection (35'), ies 
moyens formant interrupteur Stant commandes 
respectivement par un signal de validation de 
lecture (L) et par ce signal inversS, un deuxiSme 
circuit de prScharge (27) rSalisant une prS- 
charge au mSme niveau logique que le premier 
circuit de prScharge Stant connects entre le 
premier moyen formant interrupteur (23) et te 
premier circuit de dStection (35) et un trolsiSme 
circuit de prScharge rSalisant une prScharge an 
niveau logique inverse Stant connects entre le 
deuxiSme moyen formant interrupteur (23') et le 
deuxiSme circuit de dStection (35'). 

4. Circuit de lecture selon Tune quelconque 
des revendications 2 et 3, caractSrisS en ce que 
ies moyens formant interrupteurs (16, 16', 23, 
23') sont constituSs par des transistors MOS. 

5. Circuit de lecture selon Tune quelconque 
des revendications 2 et 3, caractSrisS en ce que 
les circuits de dStection sont constituSs par 
deux Inverseurs MOS. 

6. Circuit de lecture selon la revendication 2, 
caractSrisS en ce que ies circuits de prScharge 
(12, 40, 40') sont Identiques et constituSs 
chacun par un transistor MOS de type N dont 
une des Siectrodes principles est cormectSe 
a la tension d'aJimentation V cc . I'autre Siectrode 
principal au noeud a charger et la grille au signal 
horioge CLK. 

7. Circuit de lecture selon ia revendication 2, 
caractSrisS en ce que les circuits de prScharge 
(12, 40, 40') sont Identiques et consitutSs 
chacun par un transistor MOS' de type P dont 
une des Siectrodes principals est connectSe 
a la tension d'aJimentation V CCl I'autre Siectrode 
principale au noeud a charg er et la grille au 
signal horioge InversS CLK. 

8. Circuit de lecture selon la revendication 3, 
caractSrisS en ce que le premier et le deuxiSme 
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circuit de prEcharge sont constitues chacun par 
un transistor MOS (27, 41) de type P dont une 
(28, 43) des Electrodes principals est connec- 
tee a la tension d'aiimentation V C c. Pautre 
Electrode principals (29, 42) au noeud a charger 5 
e t la gri lle (30, 44) au signal horioge inversE 

CLK et le troisieme circuit de prEcharge est 
constftuE par un transistor MOS (31) de type N 
dont une (32) des electrodes principales est 
connectee a la masse V ss , I'autre Electrode w 
principle (33) au noeud a charger et la grille 
(34) au signal d'horloge CLK. 

9. Circuit de lecture selon Tune quelconque 
des revendications 2 a 8, caracterise en ce que 
fe signal de validation de lecture (L) est 15 
constituE par I'ordre de lecture (WL) applique 
sur la cellule-mEmoire retarde. 
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